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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月9日(2017.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チョクラルスキ法で成長したインゴットからスライスされたｐ型単結晶シリコンウエハ
であって、ｐ型単結晶シリコンウエハは約１０ミリオーム・ｃｍより少ないウエハ抵抗率
を有し、ｐ型単結晶シリコンウエハはチョクラルスキ法で成長したインゴットからスライ
スされ、表面、裏面、表面と裏面との間の中心平面、表面と裏面とを接続する周縁エッジ
、中心平面と直交する中心軸、および中心平面と表面との間のウエハの領域を含むバルク
層を含み、ｐ型単結晶シリコンウエハは中心軸から周縁エッジまで空孔が支配的であり、
このｐ型単結晶シリコンウエハは、
　少なくとも約１×１０１９原子毎立方センチメータの平均ホウ素濃度のホウ素ドーパン
ト、
　少なくとも約３×１０１８原子毎立方センチメータの平均砒素濃度の砒素、および、
　中心軸から周縁エッジまで少なくとも約５×１０８析出物／ｃｍ３の平均濃度の酸素析
出物であって、単結晶シリコンウエハは酸素析出物の濃度が約５×１０８析出物／ｃｍ３

より少ない環状領域を含まない酸素析出物、を含むｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項２】
　チョクラルスキ法で成長したインゴットからスライスされたｐ型単結晶シリコンウエハ
であって、ｐ型単結晶シリコンウエハは約１０ミリオーム・ｃｍより少ないウエハ抵抗率
を有し、ｐ型単結晶シリコンウエハはチョクラルスキ法で成長したインゴットからスライ
スされ、表面、裏面、表面と裏面との間の中心平面、表面と裏面とを接続する周縁エッジ
、中心平面と直交する中心軸、および中心平面と表面との間のウエハの領域を含むバルク
層を含み、ｐ型単結晶シリコンウエハは中心軸から周縁エッジまで空孔が支配的であり、
このｐ型単結晶シリコンウエハは、
　少なくとも約１×１０１９原子毎立方センチメータの平均ホウ素濃度のホウ素ドーパン
ト、
　少なくとも約５×１０１７原子毎立方センチメータの平均アンチモン濃度のアンチモン
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、および
　中心軸から周縁エッジまで少なくとも約５×１０８析出物／ｃｍ３の平均濃度の酸素析
出物であって、単結晶シリコンウエハは酸素析出物の濃度が約５×１０８析出物／ｃｍ３

より少ない環状領域を含まない酸素析出物、を含むｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項３】
　チョクラルスキ法で成長したインゴットからスライスされたｐ型単結晶シリコンウエハ
であって、ｐ型単結晶シリコンウエハは約１０ミリオーム・ｃｍより少ないウエハ抵抗率
を有し、ｐ型単結晶シリコンウエハはチョクラルスキ法で成長したインゴットからスライ
スされ、表面、裏面、表面と裏面との間の中心平面、表面と裏面とを接続する周縁エッジ
、中心平面と直交する中心軸、および中心平面と表面との間のウエハの領域を含むバルク
層を含み、このｐ型単結晶シリコンウエハは、
　少なくとも約１×１０１９原子毎立方センチメータの平均ホウ素濃度のホウ素ドーパン
ト、
　少なくとも約３×１０１８原子毎立方センチメータの平均砒素濃度の砒素、少なくとも
約５×１０１７原子毎立方センチメータの平均アンチモン濃度のアンチモン、およびそれ
らの組み合わせからなるグループから選択される第２ドーパントであって、第２ドーパン
トの濃度はホウ素ドーパントの濃度より少ない第２ドーパント、および、
　中心軸から周縁エッジまで少なくとも約５×１０８析出物／ｃｍ３の平均濃度の酸素析
出物であって、単結晶シリコンウエハは、酸素析出物の濃度が約５×１０８析出物／ｃｍ
３より少ない環状領域を含まない酸素析出物、を含むｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項４】
　少なくとも約３×１０１８原子毎立方センチメータの平均砒素濃度の砒素、および少な
くとも約５×１０１７原子毎立方センチメータの平均アンチモン濃度のアンチモンを含む
請求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項５】
　少なくとも約３×１０１８原子毎立方センチメータの平均砒素濃度の砒素を含む請求項
３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項６】
　少なくとも約５×１０１７原子毎立方センチメータの平均アンチモン濃度のアンチモン
を含む請求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項７】
　約５ミリオーム・ｃｍより少ないウエハ抵抗率を有する請求項３に記載のｐ型単結晶シ
リコンウエハ。
【請求項８】
　少なくとも約１×１０１０析出物／ｃｍ３の平均濃度の酸素析出物を含む請求項３に記
載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項９】
　第２ドーパントの濃度は、約１×１０１９原子毎立方センチメータより少ない請求項３
に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１０】
　第２ドーパントの濃度は、５×１０１８原子毎立方センチメータより少ない請求項３に
記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１１】
　約４．５×１０１７原子／ｃｍ３から約５．５×１０１７原子／ｃｍ３までの酸素濃度
を含む請求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１２】
　約４．５×１０１７原子／ｃｍ３より少ない酸素濃度を含む請求項３に記載のｐ型単結
晶シリコンウエハ。
【請求項１３】
　約５．５×１０１７原子／ｃｍ３から約８×１０１７原子／ｃｍ３までの酸素濃度を含
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む請求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１４】
　約６×１０１７原子／ｃｍ３から約９×１０１７原子／ｃｍ３までの酸素濃度を含む請
求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１５】
　約７．５×１０１７原子／ｃｍ３から約８．５×１０１７原子／ｃｍ３までの酸素濃度
を含む請求項３に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１６】
　少なくとも約１×１０９析出物／ｃｍ３の平均濃度で酸素析出物を含む請求項３に記載
のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１７】
　酸素析出物の濃度が約１×１０９析出物／ｃｍ３より少ない環状領域を含まない請求項
１６に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１８】
　少なくとも約５×１０９析出物／ｃｍ３の平均濃度で酸素析出物を含む請求項３に記載
のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項１９】
　酸素析出物の濃度が約５×１０９析出物／ｃｍ３より少ない環状領域を含まない請求項
１８に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
【請求項２０】
　酸素析出物の濃度が約１×１０１０析出物／ｃｍ３より少ない環状領域を含まない請求
項１９に記載のｐ型単結晶シリコンウエハ。
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